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holandesa, establecida en Emmasingel 29, Eindhoven, Ho-

landa, por:

"UN WETODO DE FABRICACION DE UN CAPACITOR
ELECTROLITICO SOLIDO™

La presente invencidn se refiere a un método de
produccibén de un capacitor electrolitico sélido que po-
see un &nodo de aluminio, que contiene como electrélito,
una substancia semiconductora sélida y al capacitor asi

obtenido.

Es conocido un método para la fabricacidn de un
capacitor electrolitico gélido, en que un cutrpo de me-
tal de vélvula es provisto, por oxidacidn anddica, de una
capa de 6xido dieléetrico (formacibn ), siendo mojado el

cuerpo anédico eel obtenido con una solucién o una sus-
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pensién de una sal de un dcido que contiene oxigeno, sien
do convertida esta sal por calentamiento por pirolisis
en un éxido semiconductor, siendo calentado luego el cuer

po anédico humedecido, mientras que la formacidn el moja

do y la pirdlisis son repetidos por lo menos una vez, des

" pués de 1o cual el cuerpo anddico nuevamente es sometido

a la formscidén y finalmente el cuerpo es cubierto con
una capa de material conductor y una envoltura y es pro-
visto de alambres de suministro. Es este método comoci-
do es aconsejable secar lentamente el cuerpo anddico hg‘
medecido con la soiucién o la suspensién y de calentarlo
luego a una'temperatura aproximada de 400°C,

El capacitor electrolitico sdlido posee ventajas
considerables coﬂ respecto al capacitor anteriormente -
usado que posee un electrolito 1iquido. Con estos capa-
citores sélidos no existe el rieggo del secado debido al
consumo del 1iquido por electrdlisis o debido & una fa-
1lla en el sello, y la capacitancia y el dngulo de pér -
didas dependen menos de la températura y de la frecuencia
mientras que estos capacitores pueden ser usados a tem-
peraturas mis bajas, por ejemplo'a -80°¢.

El ion metélico en consideracidn de la sal que
rinde, después de la pirolisis, el éxido semiconductor,
puede ser niquel, manganeso o plomo.

Sin embargo, no pueden obtenerse de esta manera
capacitores electroliticos sélidos adecuadog qQue posee
un 4nodo de aluminio. Si el procedo ya descripto de la hu
mectacidn, secado y pirdlisis es aplicado solamente una
vez a un cuerpo anbdico de aluminio, el capacitor fabricado

con é1 tiene un valor elevado de la resistencia serie y
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un valor exiremadamente elevado de la corriente de esca
pe, de modo que el capacitor no sirve para el uso. Si,

aparté del referido proceso, el cuerpo anddico es some-

tido a una formacidn subsiguiente, el valor de la resig L

tencia serie es ain, mds elevado, mientras que la co--

rriente de escape no mejora. Si el proceso de humecta-

cidn, secado y pirdlisis es repetido, ocurre una des -

“truccidn tal de la pelicula de dxido formada y una de-

teriorizacidn del aluminio que el cuerpo obtenido re -
sulfa completamente inservible pars la fabricacidn de
un capacitor; una formacidn nueva no proveerd mejora al
guna.,

La presente invencidn provee un método de fabri
cacién de capacitores electrolfticos sblidos que posee
un 4nodo de aluminio con un valor pricticamente permisi
ble de la resistencia serie y de la corriente de esca-
pe.

De acuerdo con la presente invencidn se ha encon

trado que es esencial que el secado del cuerpo anddico
humedecido con la solucidn o suspensién de la sal, de-
berfa llevarse a cabo de modo tal que no puede ocurrir
simulténeamente ninguna pirolisis de la sal. Con este -

fin, de acuerdo con la presente invencién, el cuerpo and

dico humedecido, primeramente es secado a una presién Te
ducida, por ejemplo a una presidn no mayor que aproxima-
damente 10 mm Hg.

”
La temperatura de secado w0 deberia exceder de-

megiado el punto de ebullicidén de la solucidn o de la sus
pensibn a la presién aplicada. El secado preferentemente
se lleva a cabo de acuerdo con una curva de temperatura
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que siempre es inferior en algunos pocos grados que iaﬂw
curva del punto de ebullicidn del 1{quido humectante co-
mo funcidén del tiempo asociado con la presién prevales-
cente. Esta zona de temperatura ge encuentra aproximada
mente entre 50°C y 100°C con una presidén inferior que
0,5 mm, Hg.

En la fabricacién de los capacitores convenciona
les que poseen un electrolito 1iquido, generalmente se
emplea una ldmina de aluminio como material de partida,
que es mordicado para aumentar la superficie activa o
que no es mordicado, y que es provisto por formacidén de
una pelicula de 8xido dieléctrico y que es arrollado con .
la interposicidn de un soporte para electrélito lfigquido
o pastiforme, juntamente con una segunda limina, usual-
mente también de aluminio que constituye el cdtodo del
capacitor. Con la fabricacién de un capacitor electroli-
tico sdlido de acuerdo con la presente invencién, puede
obtenerse también un capacltor arrollado partiendo de una
14dmina de aluminio mordicada o no que es arrollada jun-
tamente con una segunda lémina metdlica.

De acuerdo éon otro desarrollo del presente in-
vento, las liaminae de aluminio, mordicadas o no, y las
gsegundas ldminas metdlicas son arrolladas juntamente con
un material separador entre ellas, deepués de lo cual el
aluminio es sometido a la etapa de formacidn, ei esta no
ha sido llevada ya a cabo con anterioridad al bobinédo,
siendo luego impregnada la bobinawcon la soiucién 0 sus-
pensidn de la sal que debe ser convertida en el éxido se-
miconductor y luego secada y calentada de la manera des-
cripta precedentemente, para convertir la sal, después
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de lo cual la formacidn de la lémina, la impregnacidn, -

el secado y el calentamiento del rollo son repetidos por é
lo menog una vez y el cuerpc es sometido a una formacidn
subsiguiente. El material separador sirve para en este
caso, con anterioridad a la pirdlisis, como sostén para
la solucidn o suspensidn de la sal que dgbe ser conver-
tida y luego como soporte del Sxido semiconductor obte-
nidd por la pirdlisis. Con miras a la temperatura feque—
rida para la pirdlisis es deseable un separsdor de mate--
rial refractario.

De acuerdo con otro desarrollo del presente in-
vento; se usa preferentemente un tejido de vidrio.

Bn otra variante del método de acuerdo con la pre
sente invencidn, similarmente a la fabricacién de capaci-
tores electroliticos que poseen un anodo de tantalio o
niobio, se usa un cuerpo anddico formado humedecido con
una solucidn o suspensidn de la sal que debe ser conver-
tida en pirdlisis, cuerpo que es obtenido por compresidn
u sinterizado de polvo de aluminio alrededor de un nicleo
preferentemente también de aluminio. Un tal dnodo compri
mido y sinterizado tiene una sﬁperficie porosa que es -
efectivamente cien veces mds grande que la superficie de
un 4nodo masivo de las mismas dimensiones, por ejemplo |
de una ldmina no mordicada. Un cuerpo anédico tal es par
ficularmente adecuado para ser impregnado con una solu- ‘;y
cién o suspensidn de la sal mencionada previamente; en :
este caso no se requiere un SOporte separaéb. Finalmente,
otro aspecto del presente invento,'consisteven que el cuer
po anddico formado que debe ser humedecido con una solu-

cién o una suspensién de la sal que debe ser convertida
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ﬁor pirdlisis, consiste de un soporte con una capa de
aluminio aplicada al mismo cuerpo con el proceso de Schoop,
Un soporte adecuado dentro del alcance del presente inven
to es formado por un perno o alambre de aluminio. Prefe-
rentemente se usa un cuerpo anddico obtenido al pulveri-
zarse el aluminio sobre el soporte, mientrag que el sopor
te y el pulverizador ejecutan variaé Tevoluciones uno con

respecto al otro alrededor del eje del soporte. La capa

de aluminio de Schoop es bastante gruesa (por ejemplo 0,5
mm.) y porosa y tiene propiedades que pueden ser compara-
das con aquellas del dnodo comprimido y sinterizado. De-
bido a la fabricacidén simple este cuerpo es preferible

tecnoldgicamente.

La presente invencidn describird a continuacién
méé detalladamente con referencia a una realizacidn de 1a -
misma.

 Tiras formadas de ldminas de aluminio de un tama

fio de 46 x 10 mm. y con espesor de 80 micrones son solda

das a un alambre de suministro de corriente de aluminio

y arrolladas cada una con una ldmina no formada provista
de un alambre de suministiro de corriente y una tira inter
media de tejido de vidrio para obtener "rollos". Estos
rollog gon impregnados en vacio con uua solucién de nitra
to de manganeso (Mn(NOj)24ﬁ20) en su propia agua crista-
lina. Iytego los rollos impregnados son secados a una pre
sidn de 0,2 ma. Hg. a una temperatura inicial de 50°C que
lentamente es elevada a 100°C toifidndose la precaucién ne-
cesaria para que el liquido no sea calentado en exceso
por encima de su punto de ebullicidén. Una vez que los ro-

llos se hayan secado completamente el agua cristalina sien
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do asi{ completamente expulsada, los rollos son calenta-
dos a una temperatura de 250°C a 300°C, Los capaéitores
as{ obtenidos tienen una capacitancia de 23 microfarad,
una resistencia serie de 100 Ohm y una corriente de esca
pe ( 2 una tensidn aproximada de 6 V) de 50 microampere.
Una vez que este proceso haya sido repetido una vez, se
mide un valor de capacitancia de 27 microfarad, una re-
sigtencia serie de 10 Ohm y una corriente de escape de
200 microempere. Luego el rollo es sometido a formacidn
durante 24 horas s una tensidn de 6,4 V. Ia capacitancis
del rollo llega entonces al valor de 25.microfarad, la re
sistencia serie es 10 Ohm y la corriente de escape de 20
microampere .

Con los capacitores de aluminio convencionales que
contienen un electrolito lfquido, la corriente de escape
promedia es tembién igual a aproximadamente 20 microampe-
re, | |

El rollo asi obtenido es ingertado en un tubo de
aluminio y sellado con cera fundida.

3i se fabrica un rollo de la misma menera pero se
cando el rollo impregnado a una presidn inferior que la
atmosférica los valores de capacitancia, de la resisten-
cia gerie y de la corriente de escape son 15 microfarad,
260 Ohm y 700 microampere, respectivamente, st la impreg-
nacién, el proceso de secado y la pirblisis son llevados
a cabo una sola vez. Si el cuerpo es sometido entonces a
formacibn durante 24 horas, estog¥valores é;n 5 microfa-
rad, 1000 Ohm y 7OQ microampere, respectivamente. Si‘el
proceso en su totalidad es repetido una sola vez, se en-

cuentra que el rollo ha sido fuertemente atacado. Se mide
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un valor de capacitancia muy elevado, lo que indica una
destruccidn de 1la pelicula de 6xido dieléctrico.

La figura que se acompafia ilustra en un gréfico
el éurso de la impedancis (%) en Ohm, medida con 100 ke¢/s,
en funcidén de la temperatura (T) en grados centigrados
desde -80°C hasta + 60°C., Ia curva 1 es vélida para el
capacitor de aluminio precedenteménte mencionado, la cur
va 2 a un capacitor de electrdlito lﬁquido convencional
con una 1dmina del mismo tamafio y que contiene un elec-
trdlito convencional. .

La presente solicitud, que corresponde a la pre-
sentada en Holanda, el 9 de Enero de 1961, bajo el hﬁme—
ro 259.874, se acoge a los beneficios del articulo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.,
- NOT4A -

'Los puntos de invencidn propia y nueva, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencidén en Espafia, por VEINTE afios, son los
giguientes:

1.- Método de fabricacién de un capacitor elec-
trolitico sélido, en que un cuerpo anédico, hecho de un
metal de vdlvula, es provisto por formacién de una capa
de Sxido dieléctrico, el cuerpo anddico formado es hume-
decido con una solucién o suspengidn de urfa sal de un -
dcido que contiene oxigenq, que es convertida por pirdli-

sis durante un calentamiento en un 8xido semiconductor,’

-8 -
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el cuerpo anddico humedecido es luego secado y calentado

{

a una temperatura a la cual oéurre pirdlisis, siendo re-
petidos la formacidn, la humectacidén y la pirdlisis, y
por lo menos una vez, siendo luego sometido el cuerpo -
anédico a una formaoién subsiguiente y siendo terminado

el capacitor de la manera conocida, caracterizado por el

‘hecho de que el cuerpo del dnodo congiste de aluminio y

en que el proceso de secado es llevado a cabo en un es-
pacio en que prevalece una presidn 10 meyor que aproxima
damente 10 mm Hg.

2.~ uétodo de acuerdo con la reivindicacidn 1,
caracterizado por el hecho de que el proceso de gecado
se 1leva a cabo de acuerdo con una curva de temperatura

que siempre es inferior en algunos pocos grados que la

curve del punto de ebullicidn del liquido humectante asocia

do con la presién prevalescente en funcidén del tiempo.

3.~ iétodo de acuerdo con las reivindicaciones 1
§ 2, caracterizado por el hecho de que el cuerpo anddico
formado que debe ser humedecido con una solucidn o sus-
pensidn de la sal que debe ser convertida por pirdlisis,
estd constituido por una ldmina de aluminio mordicada pa-
ra aumentar la superficie activa d no mordicada, ldmins
que es bobinada juntamente con una segunda ldmina metdli
ca y con un material separador poroso.

4,- kétodo de acuerdo con ls reivindicacién 3,
caracterizado por el hecho de que el material separador
usado es un tejido de vidrio., v ’
| 5.- kétodo de acuerdo con las reivindicaciones
1 8§ 2, caracterizado por el hecﬁo de que el cuerpo and-
dico formado que debe ser humedecido con una golucidn o
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una suspensidn de la sal que debe ser convertida

r8lisis, consiste de un cuerpo obtenido por la compre-
gidén y sinterizacidn de polvo de aluminio.

6.~ uétodo de acuerdo con las reivindicaciones
1 6 2, caracterizado por el hecho de que el cuerpo and-
dico formado que debe ser humedecido con uﬁa solucidn o
una suspensidén de la sal que debe ser oonvertida por pi
rﬁlisis, consiste de un soporte con aluminio aplicado
al miémo de acuerdo con el proceso de Schoop.

T.- liétodo de acuerdo con la reivindicacién 6,
caracterizado por el hecho de que el soporte consiste de
un perno o alambre de aluminio.

8.~ MNétodo de acuerdo con la reivindicacién T,
caracterizado-por el hecho de que el éluminio es pulve-
rizado gobre el sbporte, mientras que el soporte y el
dispositivo pulverizador ejecutan varias revoluciones al-
rededor del eje del soporte uno con respecto al otro.

9.~ Hétodo de fabricacidn de un capacitor elec
trol{tico sélido.

Tal y como ée ha descrito en ls llemoria que ante
cede, representado en el dibujo que se acompafila y para
los fines que se han especificado,

Esta liemoria consta de diez hojas escritas a mé-
quina por una sola cara.

=2 MAY. 1052

Madrid,

.A.
AlbeNofde Proabur/
el




.

{001

ESCALA VARIABLE N V. PHIUPS'GLDEILAMPENFAB&M

 Zloms) 5y
oo A F 3T
{000} -

_80°

60" _40° 20° 0

120°

+;40° +6°° :

——TC -

Alb# chooufl
_Poff Pode '




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



